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PARTEA A ll-A: COMPONENTE PROFESIONALE

Asimilarea COMPONENTELOR PROFE-
SIONALE a inceput in urmi cu 3 ani. Prin
definitie, ele sint elaborate pe baza unui pro-
gram de asigurare a calitdtii cu implicatii in
toate fazele de elaborare si verificare a pro-
dusului. Din aceastd cauzid prezentarea pro-
gramului in afara conditiilor tipice de proces
este dificila. Punctul de plecare in elaborarea
unui astfel de program il constituie cunoaste-
rea celor mai frecvente moduri si mecanisme
de defectare determinate de tipul de tehnolo-
gie, precum si a deficientelor posibile generate
de principalele faze de proces. Calitatea-fiabi-
litatea componentelor profesionale este o ca-
racteristicd ce se proiecteazd, -elaboreazd i
verificd in toate etapele procesului. Programul
de asigurare a calitatii componentelor profe-

sionale prezintd citeva puncte comune, inde-
endent de tipul de tehnologie :
1. Madsuri tehnologice destinate realizirii

unei calitati-fiabilitati superioare :
selectia materiei prime si a semifa-

bricatelor ;

— calificarea utilajelor si a operatori-
lor ;

— redefinirea operatiilor tehnologice

sau adoptarea unor mdsuri de pro-

iectare suplimentare vizind in spe-

cial imbundatitirea stabilitatii para-
metrilor ;

introducerea unor operatii de con-

trol prin esantionare sau unitar in

conditiile adoptdrii unor criterii de
calitate superioare ;

asigurarea unui set de conditii de

fabricatie in limite mai strinse (pu-

ritatea atmosferei si a fluidelor, eta-
lonarea, calibrarea si reglarea uti-
lajelor).

2. Metode de selectie 100 %/, postincapsu-
lare pentru eliminarea din lot a exem-
plarelor potential defectabile.

3. Documentarea si analiza datelor pen-
tru diagnoza §i remedierea defectelor.
3e vede cd mdsurile tehnologice adop-
tate au ca scop minimizarea riscurilor
de reducere a calitdtii simultan cu asi-

IN ACEST NUMAR :

gurarea de informatii suficiente
timp util, destinate identificarii
cientelor.

Necesitatea selectiei 1009/ pe componente
finite a fost determinatd de observatia ca
orice produs prezintd o caracteristicd proprie
rezistentd-solicitare. Chiar in cazul proceselor
foarte bine controlate, variabilitatea conditii-
lor de fabricatie face posibild o dispersie a
acestei caracteristici pe elementele care alci-
tuiesc lotul. Evidentierea §i eliminarea exem-
plarelor a cdror rezistentd se plaseazd sub
limita obtenabild prin procesul respectiv se
realizeazd prin trecerea lotului in intregime
printr-un ansamblu de solicitiri. Procedura
de selectei are la bazid cunoasterea mecanis-
melor de defectare principale. Ea constd in
incercdri climatice, mecanice, functionale ins-
pectie cu raze X ete. fiilnd mai evoluati pen-
tru nivelele de calitate superioard. Sub aspect

si in
defi-

economic selectia are un aport principal in
cresterea pretului de cost al componentelor
profesionale,

Urmeazd tn pag. 4

Diode varicap prin implantare ionici

Redresoare cu siliciu rapide prin iradiere

Condensatoare electrolitice de mare capacitate

Diode IMPATT cu siliciu

Promoviri

EMITATOR/RECEPTOR
PENTRU MAGISTRALE DE-DATE

CIRCUITUL INTEGRAT DIGITAL CDB 838 E

Calculatoarele, micropro-
cesoarele §i sistemele auto-
mate moderne utilizeazi

frecvent conceptul de
gistrala de date
Acesta presupune conecta-
rea mai multor unitati la
un grup de linii de trans-
misie de semnale digitale,
capabile sd lucreze atit ca
emitiitoare cit si ca recep-
toare.

Circuitele integrate logice
standard nu sint adecvate
acestui gen de aplicatii. Ele
au o insuficientd imunitate
la zgomotele relativ impor-
tante care apar pe liniile
lungi. Mai mult, curentii de
intrare si de iegire limitea-
za la o valoare relativ mica
numdrul de unitati care pot
fi cuplate cu o aceeasi linie.

ma-

(BUS).

Toate acestea au determi-
nat elaborarea unei familii
de circuite noi, conceputa
special pentru transmiterea
semnalelor digitale pe ma-
gistrale de date. Primul re-
prezentant al acestei famii-
lii omologat la LP.R.S.
BANEASA este CDB 838 E,
echivalent cu DS 8838 fa-
bricat de National Semi-
conductor si cu 8T 38 fa-
bricat de Signetics.

DESCRIEREA CIRCUITULUI

Circuitul CDB 838 E con-
fine patru emititoare/recep-
toare independente pentru
linii cu impedanta ecaracte-
risticd de 120 Q.

trare, permitind cuplarea a
27 de unitati pe o singura
linie. Pentru a creste imu-
nitatea la zgomot, ele pre-
zintd o caracteristici de
comutare cu un histerezis
tipic de 1V, independent de
sarcind. Se obtine astfel o
imunitate la zgomot tipica
de 2 V (garantat: 1,3 V).
Pragurile de comutare sint
independente de temperatu-
rd si urmdresc fluctuatiile
nivelelor logice pe linie.

Emitédtoarele sint porti
SI—NU cu colectorul in
gol, capabile si absoarba

pind la 50 mA. Ele permit
realizarea conexiunii SAU
CABLAT.

Selectionarea functiei de
emititor/receptor este asi-
guratd de o poartda SAU—
NU cu doud intrari de in-
validare si are loc simultan
pentru toate cele patru pe-
rechi de emititoare/recep-
toare. Atunci cind cel putin
una din cele doud intrari
de invalidare este la ,1°,
circuitul functioneazi ca re-
ceptor ; in caz contrar, el
este 2amititor.

La ¢ magistrald de date
pet fi conectate mai multe
aparate. Existd posibiditatea
ca, la un moment dat, uncle
sd nu fie in functiune. Ele
nu vor fi alimentate, rami-
nind insd cuplate cu linii
ale magistralei. Circuitul
CDB 838 E este astfel pro-
jectat in~it s& prezinte o
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Proiectarea receptoarelor
asigurd curenfi mici de in- DORIN SEREMETA
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Fig. I Schema bloc a circuiinlui €DB 838 E
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DIODE VARICAP
PRIN IMPLANTARE 10NICA

Este cunoscut faptul ci
orice dispozitiv seminductor
presupune realizarea uneia
sau mai multor jonctiuni
pn. Aceasta inseamna utili-
zarea unor procedee de im-
purificare localizatd si con-
trolatd a semiconductorului
cu atomi acceptori sau do-
nori. Precizia si reproducti-
bilitatea dopdrii se vor re-
gési In precizia si reproduc-
tibilitatea parametrilor elec-
trici ai dispozitivului.

In ultima vreme, intre
tehnicile de impurificare se
remarcd, prin tot mai larga
utilizare implantarea ionica.
Ea a devenit posibild odata
cu dezvoltarea unor accele-
ratoare capabile sd produca
particule cu mase mari la
viteze ridicate. Procedeul
constd in bombardarea se-
miconductorului cu un fas-
cicul de ioni din specia do-
ritd. Ionii vor fi stopati in
siliciu pe distante de ordi-
nE_l fractiunilor de micron.
Se pot obtine astfel stra-
turi de grosime micd dopate
cu o cantitate de impuritati
precis controlatd. Uniformi-
tatea si  reproductibilitatea
doparii astfel obtinute de-
pasesc performantele orica-

rui alt procedeu de impuri-

ficare. = Aceastd caracteris-
ticd, alituri de alte avan-
taje tehnologice semnifica-

tive fac din implantarea io-
nicd un proces modern,
deosebit de util in fabrica-
tia dispozitivelor semicon-
ductoare.

Primul dispozitiv omolo-
gat la LP.R.S. BANEASA
a carui tehnologie include
implantarea ionicd este di-
oda varicap BB 139, wutili-
zati ca diodd de acord in

tunerele receptoarelor TV
pentru canalele din gama
FIF.

Estimind c¢d implantarea
ionicid poate avea un impact
important in diversificarea

dispozitivelor pe care le
produce, LP.R.S. BANEA-
SA a demarat

Fig. 2. Schema de principiu a unui implantator de foni.
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gram de cercetare in cola-
borare cu un grup de spe-
cialisti 'de la. I'FC.° Cluj-
Napoca si- cu Institutul
Central de Fizicd. S-a de-
monstrat astfel fezabilita-
tea diodelor varicap prin
implantare ionica.

Efectul wvaricap consta in
dependenta puternicd a ca-
pacitatii unei jonctiuni blo-
cate de tensiunea de pola-
rizare inversi. El este cu
atit mai accentuat cu.  cit
variatia concentratiei de im-
puritafi este mai abrupta.
Diodele wvaricap: utilizate in
receptoarele TV, trebuie si
asigure o variafie importan-
td de capacitate (de 4..6
ori) pentru a permite acor-
dul pe orice frecventa din
gamele FIF--UIF. Aceasta
implicd realizarea unui pro-
fil de impuritati ,hiper-
abrupt®, = obtinut printr-o
dopare cu fosfor urmatd de
o dopare cu bor.

Difuzia fosforului la con-
centratii relativ joase si pe
adincimi mici este un pro-
ces dificil, care presupune
mai multe etape critice. In-
locuirea difuziei cu implan-
tarea conduce nu numai la
o crestere a uniformitatii
dopajului, reflectati in ran-
damente de fabricatie supe-
rioare si costuri reduse, ci
si la definirea unui proces
mai stabil in cadrul ciruia

Urmeazd in pag. 4

MIHAI BUCUR, ION GHITA

REDRESOARE CU SILICIU RAPIDE

Specialistii LP.R.S. BA-
NEASA au obtinut rezul-
tate spectaculoase in dome-
niul dispozitivelor redre-
soare rapide, punind la
punct un procedeu original :
iradierea cu neutroni. Se

obtin astfel diode si tiris-
toare cu caracteristici unice,
deosebit de utile in  apli-
catii.
Timpul de viata
al purtatorilor

Existd numeroase aplica-

tii in care dispozitivele re-
dresoare trebuie s fie ca-
pabile sd treacd rapid din
starea de blocare in starea
de conductie si din starea
de conductie in starea de
blocare. Viteza de comutare
este limitati atit de 1Incér-
carea si descdrcarea capaci-
tatilor, cit si de acumularea
si eliminarea purtatorilor
de sarcind in anumite regi-
uni din semiconductor. In-
tre acestea, fenomenul care
limiteaza sever viteza de
lucru este eliminarea sarci-
nii stocate.

In multe cazuri, sarcina
stocatda se eliminid prin re-

Procedeul pentru fabricarea dispozitivelor rapide
Brevetului de

iradiere face obiectul

PRIN IRADIERE

prin

inventie R.S.R.

Nr. 70920, al cirui titular este IL.P.R.S. BANEASA. Autorii

inventiei sint D. Didiv, E.

Hilmagean,

G. Viisoreanu®,

S. Nicorestianu * gi G. Minduteanu.

* Inginerii G. Viisorecanu si S. Nicorestianu
la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara.

combinarea purtdtorilor de
sarcind in exces. Marimea
care influenteazd hotéritor
viteza de recombinare este
timpul de viatd al purtato-
rilor,

Doparea cu aur

Procedeul clasic pentru
reducerea timpului de viata
al purtitorilor constd in in-!
troducerea unor impuritati
care joacd rolul de ,centri
de recombinare*. Pentru si-
liciu, impurititile care dau
rezultate satisfacdtoare sint
atomii de aur. In consecin-
ta, procesul tehnologic al
dispozitivelor rapide presu-
pune o etapd in care are loc
doparea cu aur a Semicon-
ductorului.

Prezenta centrilor de re-
combinare introdusi prin di-:

DIODE DE MICA PUTERE

lucreaza

fuzia de aur are insd si
efecte negative, intre care
cresterea semnificativda a

curentilor reziduali si cres-
terea cdderii de tensiune pe
dispozitive in starea de
conductie,

Iradierea

S-a constatat cd in semi-
conductoarele supuse radia-

tiilor nucleare apar centri
de recombinare care pot
juca acelasi rol ca atomii

de aur.

Trecerea de la aceste ob-
servafii la un proces tehno-
logic adecvat pentru pro-
ductia de serie mare a pre-
supus un amplu program de
cercetare-dezvoltare, in ca-
drul caruia IP.R.S. BA-
NEASA a colaborat cu Ins-
titutul Central de Fizicd. El
a avut ca rezultat precizarea
tipului de radiatii cu efec-
tele cele mai utile si mal
stabile in timp si definirea

Lananl ST @ .
. CARACTERISTICI ELECTRICE T enlor  teentisli %
TIPUL  CAPSULA [, /T, Vawr Lrss trr iradierii.
(ByeC) 1) () {s) S-a constatat astfel ci me-
BAX F 126 0,4/75 400 30 0,4 canismul de reducere a tim-
: pului de via{d al purtatori-
BA F 126 0,4/75 400 ... 1000 30 0,3 Jas T i eristic
DRR F 126 0,4/75 100 ... 1000 20 1 centrilor de recombinare in-
DIF * F 126 1/45 50 ... 1000 30 0,3 trodusi prin iradiere nu
- conduce la cresterea curen-
D2F* D 027 2/75 50 ... 1000 50 0,3 tilor reziduali sau a tensiu-
D3F* D 027 3/45 50 ... 1000 70 0,3 nilor in direct. Aceste im-
portante avantaje tehnice
se adaugd avantajelor teh-
DIODE DE MEDIE PUTERE nologice, care constau in
eliminarea metalelor prefi-
CARACTERISTICI ELECTRICE oase din prOCESUl de fabri..
TIPUL ' CAPSULA L9 [, ,./Tyq Vrbi o £, catie al structurilor de dio-
Ay €O V) (A) (Ls) de si tiristoare, in capabili-
S = 5 tatea de a proceda cantitdti
D6F T0220 6/75 50 ... 800 100 0,6 mari de dispozitive in condi-
D10F B11-5 10/100 50 ... 1000 210 0,6 tii foarte reproductibile fdrd
D16F Bl11-5 16/100 50 ... 1000 250 0,6 m;emm' R
= . T : oate acestea fac din re-
D25F B17-6 25/100 50 ... 1000 350 0,6 dresoarele rapide produse
D32F B17-6 32/100 50 ... 1000 400 0,8 de IP.R.S. BANEASA dis-
itive cu un inalt nivel
D40F * B17-6 40/75 50 ... 1000 500 0,8 LI g1 :
de competitivitate tehnica
D50F * B17-8 50/75 50 ... 1000 700 0,8 si economici.
D63F * B17-8 ~ 63/75 50 ... 1000 900 0,8 EUGENIA HALMAGEAN
TIRISTOARE 2
CARACTERISTICI ELECTRICE
TIPUL CAPSULA ITpav/Ta Vora= Vroar Trsm di/dt dv/dt (to)
(A)(°C) (Y) (A) {Alus) (Vins) {us)
T3F T0220 ; TOGE 3/75 50 ... 800 50 ; 70 100 50 ... 400 15
T6F T0220 ; T066 6/75 50 ... 800 75 3100 100 50 ... 400 20
T10F T0220 ; B14-6 10/75 50...800 ; 1200 100 ; 150 100 50 ... 400 30 |
T16F Bl14-6 16/75 50 ... 1200 200 100 50 ... 400! 30
T25F ° B17-6 25/75 50 ... 1200 350 100 50 ... 400 30
T32F * B17-6 32/75 50 ... 1200 500 100 50 ... 400 30
T40F * B17-6 40/75 50 ..,.1200 200, 100 50,400 = 20 I

*) Aceste dispozitive vor fi omologate in 1981 §i 1982,
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PARTEA 1: FUNCTIONARE, TEHNOLOGIE, CARACTERISTICI

In acest an. ILP.R.S. BA-
NEASA a pus in fabricatie

primele dispozitive pentru
microunde : diodele IM-
PATT BXY 0181 si BXY

0182, inaugurind un dome-
niu de virf atit ca tehnolo-
gie cit si ca aplicatii.

PRINCIPIUL
DE FUNCTIONARE

Diodele IMPATT (de la
IMPact Avalanche Transit
Time) au proprietatea de a
prezenta o rezistentd nega-

tivd la frecvente de  zeci..
sute de GHz.
In med normal, diodele

de acest tip functioneazd in
regiunea de strapungere
prin multiplicare in ava-
lansd, la un curent stabilit
de circuitul de polarizare.

PUNCT STATIC
DE FUNCTIONARE

|tem de contactare
|caracleristici electrice supe-

Caracteristica curent-tensiune
a diodelor IMPATT

Ele au o structurd
n* cu jonctiunea cit
abruptd. Purtitorii de sar-
cind care participd la con-
ductia curentului electric
sint generati intr-o zond
ingustd, in vecindtatea jonc-
tiunii p*n (zona de ava-
lansa). Ei vor traversa apoi
regiunea de sarcina spatiala
extinsd in stratul n (zona
de ,,drift¥), cu o viteza cens-
tantd numitd ,vitezd de

p'n
mai

saturatie®.

L

| E

| |
pl] n

f R
ZONA DE ZONA DE

AVALAN§A "DRIFT,,

Sectiuae prin diode IMPATT

*

Atit generarea purtdtori-
lor prin multiplicare in ava-
langd cit si tranzitul prin
zona de ,drift” fac ca un
»pachet” de purtitori gene-
rat de o crestere a tensiunii
inverse sa ajungi la elec-
trozi cu o anumitd intirzie-
re. Ca urmare, in circuitul
extern va curge un curent

defazat fati de variatia de.

tensiune ce l-a produs.
Exista posibilitatea ca, la
anumite valori ale grosimii
si dopdrii straturilor, rigu-

ros controlate tehnologic,
defazajul intre curent si
tensiune sia fie de 180°.

Din punct de vedere al pa-
rametrilor de circuit, acest
fenomen se descrie ca o0
rezistentd negativa.

TEHNOLOGIE

Procesul de fabricare a
diodelor IMPATT cu siiiciu
se deoszbeste radicai de
procesele utilizate pentiru
celelalte dispozitive seini-
conductoare, incluzind nu-
meroase procedee originale
puse la punct in colaborare
cu specialisti de la Faculta-
tea de Electronicd si Tele-
comunicatii din Bucuresti.
Ele fac obiectul mai multor
brevete sau propuneri in
curs de brevetare al caror
titular este IP.R.S. BA-
NEASA.

Diodele IMPATT necesita
obtinerea unor structuri
semiconductoare MESA ne-
obisnuit de subtiri (15... 20
um), pentru reducerea ele-
mentelor parazite si a rezis-
tentei termice. Ele benefi-
ciazi de o tehnologie de
montaj revolutionard, cu
radiator integral de argint
(si nu de aur, ca la alti
producétori) si cu un sis-
simplu,

rioare, capabil sd asigure o
foarte buni fiabilitate. Ran-
damentele de fabricatie au
crescut simtitor prin aplica-
rea unui procedeu de pasi-
vare original, care face po-
sibila utilizarea structurilor
neincapsulate in montaje
hibride.

Ca urmare, se obtine un
dispozitiv cu un inalt nivel
de competitivitate tehnicd si
economica.

YU

Dioda IMPATT cu radiator integral

CARACTERISTICI

Obtinerea unor perfor-
mante ridicate in domeniul
microundelor exploateaza la
maximum resursele fiecadrui
dispozitiv. Pentru aceasta,
se abandoneazia metoda uzu-
ala, constind in stabilirea
unui domeniu de functio-
nare admisibil care s& aco-
pere si dispersia inerentd a
parametrilor, preferindu-se
caracterizarea individuald
a fiecirei diode IMPATT.
Toate datele de interes sint
notate pe o fisd care inso-
teste dispozitivul livrat.

Schema echivalentd a di-
odei contine o rezistentd
serie Kp si o reactanta
capacitivi fp. Rezistenta
serie inglobeazd atit rezis-
tenta negativd cit si rezis-
tenfele pozitive parazite. La
frecventa de lucru, Kp este
negativd si are valori tipice
de citiva ohmi. Reactanfa
este aproximata satisfacator
de capacitatea jonctiunii la
strapungere si este specifi-
cata pe fisa de produs.

Rezistenta negativd per-
mite utilizarea diodei IM-
PATT pentru amplificarea
semnalelor de microunde.

_Ei i se datoreaza si proprie-

tatea diodei de a genera os-
cilatii atunci cind lucreaza
pe sarcind inductivd. Frec-
venta de oscilatie este sta-
bilitd de circuitul oscilant

" format din capacitatea dio-

dei si inductanta sarcinii
(care include si inductante-
le parazite ale capsulei, co-
nexiunilor etc.). Modifica-
rea inductantei externe (sau
a unei capacititi inseriate),

Schema echivalentd

permite reglarea frecventei
de oscilatie intr-o banda de
2.4 GHz.

Diodele IMPATT BXY
0181/0182 furnizeazd o pu-
tere minima de 100 mW in
gama 8—12 GHz cu un cu-
rent de polarizare (in ava-
lansd) de 50 mA. Ultima ci-
fra a codului precizeazi
tipul capsulei.

CAPSULA F47
TIP1 TIP2

13 1.66

Capsule

Eficienta de conversie a
dispozitivelor fabricate Ila
I.P.R.S. BANEASA, defi-
nitd ca raport intre puterea
de microunde generata si
puterea de curent continuu
disipata, depdseste 69/ in do-
meniul de utilizare, egalind
performantele de virf obfi-
nute pe plan mondial.

NICOLAE MARIN

In numirul urmitor : PARTEA
A II-a: Perspective. Aplicatil.
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Caracteristici tipice pentru diode

IMPATT de 0,5 W, mdsurate
pe modelul experimental

COMDENSATOARE ELECTROLITICE

DE MARE CAPACITATE

Un mare numdar de apa-
rate electronice, atit indus-
triale cit §i de larg consum,
de cu-

au nevoie de surse
rent continuu capabile
furnizeze puteri

culatoarelor electronice,
amplifictoarelor
nice, etc. ale cdror

sate, condensatoare de
lori relativ mari.

IP.RS. BANEASA

omologat recent mai multe
condensatoare

tipuri de

electrolitice polarizate,

joasd tensiune si mare ca-

relativ
mari. Acesta este cazul cal-

stereofo-

blocuri
de alimentare necesitd, pen-
tru filtrarea tensiunii redre-
va-

pacitate, astfel ca in acest
fabricatie

moment are in
seria completd EG 76.00.

Condensatoarele din acea-
sti serie acoperd o gamd de
capacititi de la 1000 uwF la
10.000 uF si o gama de ten-
siuni nominale de la 25 V
la 100 V. Curentul de fuga
la 20°C este dat de relatia:
1,<0,03 C, U, (uF-V)+20pA.
Tangenta unghiului de pier-
depaseste 0,75 %.

Seria este prezentatd in 3
variante dimensionale, cilin-
35,40
si 50 mm si inal{imea de

deri nu

dri cu diametrul de

70 si 115 mm.

GABRIELA FENIC

€oD D L d
EG 76.91 35 | 70 | 10
=l

EG 76.92 40 | 70 | 15
—o | EG 76.93 35 | 115 | 10
,_ldL EG 76.94 40 | 115 | 15

D
EG 76.95 50 | 115 | 15
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Etapele de documentare, de analizd date
si defecte sint parte integrantd a fabricatiei de
acest tip si antreneazd personal calificat spe-
cializat in proiectare, tehnologie, ingineria ca-
litatii.

Procedura de demonstrare a noii calitati
este mai complexd si mai severd sub rapor-
tul :

— tipurilor si nivelelor de solicitare apli-
eate:

— modului de definire a defectelor ;

— metodelor de control aplicate (control
prin variabile, metode LTPD, eare asi-
gurda utilizatorului riscuri minime).

Gradul de complexitate al procedurilor de
selectie pentru demonstrarea calitatii depinde
de nivelul de calitate avut in vedere.

In prezent L.P.R.S. — BANEASA a asimi-
lat si livreazd componente profesionale nive-
lul I de asigurarea calitdtii (PI), apartinind
principalelor familii de diode si tranzistoare
de micd si medie putere (tranzistoare planare,
diode stabilizatoare si redresoare, tiristoare).

Asimilarea nivelelor superioare P 1II si P
IIT este conditionati de volumul cererii si de
asigurarea bazei materiale pentru fabricarea
lor. Dimensionarea acestei activititi la IP.R.S.
BANEASA este o decizie tehnico-econo-
micd ce trebuie luatd in comun de utilizatori
si fabricant.

EMITATOR/RECEPTCR

PENTRU MAGISTRALE DE DATE
CIRCUITUL INTEGRAT DIGITAL CDB 838E

L.P.R.S. BANEASA
anunta :

Urmare din pag. 1

TIMPI DE PROPAGARE
(valori maxime)

impedantd mare la termina-
lele BUS atunci cind ten-

Incepind din trimestrul
IIl al acestui an, fabrica-
tia de condensatoare sty-

siunea de alimentare este tpru

VALID—BUS 30 ns

roflex se va transfera la

nuli. In felul acesta, trans-

. i fpui
miterea datelor pe magis-

VALID—BUS 23 ns

LP.E.E. — Electrcarges.

trald nu va fi in nici un fel lpra

IN—BUS 25 ns

afectatd de aparatele neali- Loru

IN—BUS 15 ns

mentate.

Curentul de alimentare al BUS—

tpLw

OUT 30 ns

BUS—

circuitului CDB 838 E nu tpin

OUT 30 ns

depéaseste 70 mA (tipic 50
mA). Circuitul este prezen-
tat in capsula standard
Dual-In-Line cu 16 termi-
nale.

= By

APLICATI 180.2

Este recomandabil ca li-

niile de date cuplate cu cir-

cuite de tipul CDB 838 E
sd fie terminate, la unul
sau la ambele capete, cu o
rezistentd de 180 2 cuplati
la sursa de alimentare si
una de 380 Q cuplatdi la
masa. ;

Performantele optime se
obfin pentru magistrale da-
te cu durata cresterii si
descresterii semnalelor mai
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Fig. 2. Cuplarea circuitului CDB 838 E cu liniile de date.

Diode varicap prin

Urmare din pag. 2

implantare ionica

CARACTERISTICI ELECTRICE

se pot obfine straturi

: Hior Va = 3V 29 pF
tectoare mai eficiente pen- Capacitatea 3 3
tru suprafata dispozitivului. Ve = 25V 4;3..6 p.
Se obtin astfel diode cu o
ey . 3 i = = F 0,5 Q
stabilitate superioard a pa- Rezistenta serie f 470 MHz, G, S5p
;: aﬂezﬁifgmﬁ?egur;“gipasliami Factor de calitate f=50MHz, Va =3V ; 280 Q
e 3
ii cu o sigurantd sporitd in Frecventa de titere Q=1 V Vg =3V 14 GHz
unctionare.
Realizarea diodei varicap g;g‘t’;e;‘etfiede N Ve =25V 1,4 GHz
BB 139 cu ajutorul implan- -
tarii ionice deschide pers- }lelctﬂn‘ita serie 11; 2.5 nH
pectiva generalizirii rapide ol S
i inu- y > Tipic : 1 nA
B T e e e ot 22
paralel, existd  cercetdri Tensiune de stripun- [ _ 100 44 30V

care vizeaza aplicarea sa la gere minima

tranzistoare si circuite inte-
grate.

Dioda este prezentatd in capsula de sticla DO-35.

COLECTIVUL .BEDACTIONAL: ANDREI VILD —

MAIOR — redactor gsef, DANUT BODEA, PETRU

ALEXANDRU DAN, AURELIAN MURESANU, AURELIA NASTASE, ALEXANDRU PANAITATU,

LAURENTIU TINCU,

VIOREL, TRUTA.
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PROMOVARI

Noul director al I.P.R.S. BA-
NEASA este ANTON VATA-
SESCU.

Component al nucleului din
care s-a dezvoltat LP.R.S. BA-
NEASA, el s-a specializat apoi
in proiectarea si fabricarea cir-
cuitelor integrate logice la
Thomson CSF. In ultimii sapte
ani, ANTON VATASESCU a
reusit s imbine in mod strilu-
cit functia de director tehnic
cu activitatea de profesor aso-
ciat la Catedra de dispozitive,
circuite si aparate electronice
din 1.P.B si autor al mai multor
carti de specialitate, mentinin-
du-si in acelasi timp umorul si
talentul de a promova relatii
lipsite de orice rigiditate. Ima-
ginea sa ca director tehnic ar
fi incompletd dacd nu am men-
fiona cd in tot acest timp afost
nedespartit de o pipi, pe care
a pérdsit-o abia cu citeva luni
in urmd. Desigur nu acesta a
fost argumentul hotdritor pentru
promovarea sa, ci, mal curind,
capacitatea de-a initia si sustine
cu energie ideile noi, calititile
remarcabile de specialist si or-
ganizator, talentul de a mentine
in intreaga fabricd un spirit de
echipd si emulatie, bazat pe o
puternicd motivatie personala.

De la 15.04/1980, I.P.R.S, BA-

NEASA se face remarcati si
prin faptul cd are o femeie in
postul cheie de director tehnic :
DOINA DIDIV.

Sintem bucurosi ¢ avem un
conducéitor care s-a format inte-
gral la noi, participind timp de
20 de ani la evolutia spectacu-
loasd a fabricii. Prima gcoald si
cea mai grea a constituit-o fa-
bricatia de diode cu germaniu
cu contact punctiform. Apoi, en-
tuziasmul si experienta in con-
tinud crestere au ajutat-o s
evolueze rapid, abordind dome-
niul dispozitivelor redresoare cu
siliciu. In ultima perioadd, ca
sef de sectie, a manifestat wun
interes deosebit pentru cresterea
eficientei economice a fabrica-
tiel, intreaga gindire fiind aca-
paratd de dorinta de a realiza
un export competitiv.

Conducéitor hotdrit si  luacid,
care stipineste tehnica deciziei
si are talentul apropierii oame-
nilor, DOINA DIDIV va reusi
in mod sigur si marcheze o
nouda epocd de afirmare largi a
I.P.R.S. BANEASA.

Socrate sustinea cd: ,Odata
facutd egald cu birbatul, femeia
devine superiorul siu“,

REC

ORD

Colectivul redactional a constatat o greseald in alege-
rea articolelor. Aproape toate descriu rezultatele unor pro-
grame de cercetare-dezvoltare foarte indelungate, de obi-
cei de mai multi ani. Pentru a nu lisa impresia falsi a unei
viteze de reactie foarte mici, s-a ciutat proiectul care a
fost finalizat in timpul cel mai scurt.

Recordul a fost stabilit in acest an, pentru dioda RAG
306, solicitatd urgent de beneficiari. Proiectarea sa a durat
aproximativ o ord, iar punerea in fabricatie mai putin de
0 saptimind. Performanta a fost obtinutd de un colectiv al

sectiei de redresoare cu siliciu. Succesul dispozitivului
determinat omologarea recentd a variantei

6 F2.

a

rapide RAG

IP.RS. BANEASA pune
dispozifia beneficiarilor si plian-
tele: ,, BE 555 N“ in limbile ro-
ménd si rusd, ,TBA 570%

la

in
limba englezd, ,DECODOR
STEREO fBA 758* si , AMPLI-
FICATOR OPERATIONAL
NORTON CUADRUPLU #M

3900°.

Publicatiile prezentate
aceastd rubricd se pot obtine
de la Sectia de circuite inte-
grate — G. Chirila, tel. 295.

fn

teh-
suplimentare, beneficiarii
se pot adresa la S.EIC.EIL —C,
Gorun Gorunescu, tel 391.

Pentru orice informatii
nice



